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Inventia se refera catre fotografia semiconductoare §i poate fi utilizatd in holografie, in multiplicarea informatiei
(holografice sau analoge), in metodele nedestructive de testare laser.

Este deja cunoscut procedeul de inregistrare a informatiei optice pe structuri fine metal — semiconductor amorfic —
metal, in care exponarea se efectueaza concomitent cu aplicarea asupra structurii a cimpului electric [1].

Solutia cea mai apropiata de cea propusa de noi este Inregistrarea informatiei optice in semiconductoarele calcogenice
amorfe, care este efectuata prin varierile fotoinduse a parametrilor optici [2]. Deficientele principale ale prototipului
Sarcina tehnica consta in majorarea calitatii imaginilor inregistrate.

Sarcina se solutioneazd prin faptul, ca inregistrarea informatiei optice in procedeul propus constd in iluminarea
structurii fine de metal-semiconductor necristalin, de exemplu nichel-As,S; si aplicarea ulterioara a unui camp electric
format prin descércare de coroana.

Procedeul propus de noi se efectueaza pe structuri fine metal-semiconductor in campul descarcarii de coroand, in acelasi
timp in semiconductorii necristalini de rezistenta 1naltd si care neinteractionand cu electrodul metalic creeaza un camp
electric de 10*-10° [V/cm].

Exemplul 1. Structura fina este obtinuta prin metoda de depunere in vacuum a unui strat metalic de crom (electrod) si de
semiconductor amorfic de As,S; pe suportul de lafsan. Eficacitatea difractionald maximald ale retelelor holografce
difractionale (frecventa spatiala 2000 1/mm) inregistrata prin iradierea cu laserul de argon (A=488 nm) este egala cu
0,4%, iar la utilizarea descarcarii de coroana (potentialul firului de coroana este de 7 kV) eficacitatea difractionala este
egala cu 0,75%. Timpul de inregistrare necesar pentru a atinge eficacitatea difractionald maximala in primul caz este
egal cu 7 minute, in cel de al doilea caz cu 3,5 minute. Decaparea selectiva in solutie apoasa a bazei neorganice — KOH
duce la valoarea maximala a eficacitatii difractionale de 9,3%, pentru probele obtinute in campul descarcéarii de coroana
de 12,5%.

Exemplul 2. Structura find este obtinuta prin metoda de depunere consecutiva In vacuum a unui strat metalic de crom
(electrod) si de semiconductor amorfic de — (As;S;)07(As2Ses;)os pe suportul de lafsan. Eficacitatea difractionala
maximala ale retelelor holografice difractionale (frecventa spatialda de 2000 1/mm) inregistrate cu eadiatia laserului de
argon (A=488 nm) este egala cu 1,5%, iar la utilizarea descarcarii de coroana (potentialul firului de coroana este de 7
kV) eficacitatea difractionala este egala cu 5,6%. Timpul de inregistrare necesar pentru a atinge eficacitatii difractionale
maximale in primul caz este de 8 minute, iar in cel de al doilea caz de 3,5 minute. Decaparea selectiva in solutie apoasa
a bazei neorganice de KOH duce la valori maximale a eficacitatii difractionale egale cu 17,7%, pentru probe obtinute in
campul descarcarii de coroana de 22,7%.

Exemplul 3. Structura find este obtinuta prin metoda de depunere consecutiva in vacuum a unui strat metalic de nichel
(electrod) si de semiconductor amorfic de — As,S; pe suportul de sticla. Eficacitatea difractionala maximala ale retelelor
holografice difractionale (frecventa spatiala de 2000 1/mm) inregistrate cu radiatia laserului de argon (A=488 nm) este
egala cu 2,5%, iar la utilizarea descarcarii de coroand (potentialul firului de coroand este de 7 kV) eficacitatea
difractionald este egald cu 5,3%. Timpul de inregistrare necesar pentru a atinge eficacitati difractionale maximale in
primul caz este de 9 minute, iar in cel de-al doilea caz de 4 minute. Decaparea selectiva in solutie apoasa a bazei
neorganice de KOH duce la valori maximale a eficacitatii difractionale egale cu 30%, pentru probe obtinute in campul
descarcarii de coroand de 45%.

Inventia permite a intensifica fotosensibilitatea semiconductorilor calcogenici sticlosi de 1,5 — 2,5 ori, 1 de 2-4 ori,
diapazonul dinamic de 1,5-2 ori la inregistrare (fig. 1). In fig. 1 este prezentati dependenta eficacitatii difractionale de la
timpul de finregistrare: 1,2-(As,S;) (suportul din sticld) 3,4 — (As2S3)o7(AsySes)os(suportul din lafsan); 5,6-
As,Ss(suportul din lafsan). 1,3 si 5 cAmpul descarcarii de coroana.

Dupa decapare eficacitatea difractionald maximala este mai mare cu (50-200)% (in dependentd de expozitie) a probelor
obtinute in campul de descircare electrica de coroana (fig. 2). In fig. 2 este prezentata topografia si forma profilului
liniilor subtiri a retelei holografice difractionale — a) fird descédrcarea de coroand, b) in campul descércérii de coroana.
Timpul necesar a atinge valoarea stabilita a eficacitatii difractionale este de 2 ori mai mic. La inregistrarea retelei cu o
frecventa spatiali de 2000 mm™ profilul retelei poate fi aproximat cu un grad de exactitate cu un trapez, insa probele,
obtinute in campul descdrcarii de coroand poseda un profil cuasisisinusoidal. La inregistrarea retelei cu frecventa
spatiala de 1000 mm™ profilul retelei de relief poate fi aproximat cu o sinusoida, dar probele, obtinute in campul
descarcarii de coroana poseda un profil absolut sinusoidal (fig. 3). in fig. 3 este prezentat profilul retelei holografice
difractionale (obtinut cu ajutorul microscopului atomic de putere) in cdmpul descarcarii de coroand (linia punctata este
functia sinusoidala).



